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Анотація. У роботі запропоновано підхід по створенню високоякісних дешевих випромінювачів на се-
редній (MW) і дальній (LW) інфрачервоний (ІЧ) діапазони спектру. Запропоновано фотонний випроміню-
вач ІЧ діапазону на основі процесу перетворення світла з області фундаментального поглинання
напівпровідником в інфрачервоне (light down-conversion). Ефективність такого перетворення не залежить
від квантового виходу міжзонної рекомбінації, зростає при збільшенні температури випромінювача, та має
оптичне керування. Пристрій має велику робочу площу поверхні зі спектральними характеристиками, що
не залежать від ширини забороненої зони напівпровідника. Наведено розрахункові і експериментальні за-
лежні потужності кремнієвого фотонного випромінювача в діапазонах 3–5 мкм і 8–12 мкм від температу-
ри та інтенсивності збуджуючого випромінювання. Приведено порівняння параметрів відомих і запропо-
нованого випромінювача та технологічний опис приладу.
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1. ВСТУП

Для перевірки інфрачервоних систем, що
працюють із частотою модуляції більше 1 кГц
у вікнах прозорості атмосфери 3–5 (MW) і
8–12 мкм (LW), потрібні випромінювачі з
відповідною швидкоді й спектром. На-
півпровідникові світловипромінюючі прилади
відносяться до числа найбільш перспективних
джерел випромінювання сучасних оптоелек-
тронних пристроїв [1]. Принцип їх дії базує пе-
реважно на бар’є механізмах інжекції нерівно-
важних носіїв заряду (p–n, гетероперехід) і
збудженні люмінесценції (фотонні ви-
промінювачі).

На основі широкозонних гетероструктур
GaAlAs/GaAs, InGaAs/InP, GaAlAsSb/GaSb та
ін., розробленно неохолоджувані електро-
люмінесцентні випромінюючі діоди для види-
мого і ближнього інфрачервоного (ІЧ) діапазо-

ну спектру (� < 3 мкм). Для створення більш
довгохвильових джерел випромінювання не-
обхідно використовувати вузькозонні
напівпровідники. Однак, в цих матеріалах
бар’єрні механізми інжекції носіїв заряду ста-
ють малоефективними при кімнатних і більш
високих температурах. При цьому малий кван-
товий вихід люмінесценції обумовлений
домінуючою в цих умовах безвипромінюваль-
ною Оже-рекомбінацією [2, 3], а через ефект
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